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УДК 681.325.6

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ 
АППАРАТНО - ПРОГРАММНОГО КОНТРОЛЯ 

И ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ПАМЯТИ

А. В. Орлов, П.П. Урбанович

(БГТУ, г. Минск)

Создание систем памяти, использующих интеграцию на целой 
пласгине (WSI — wafer scale integration), является новым направлением в 
развитии техники запоминающих устройств (ЗУ) [1]. При этом едино
го подхода к структурной организации WSI, как для кристаллов памя
ти, нет.

В докладе дается сравнительная оценка методов аппаратно 
программного контроля надежности систем полупроводниковой па
мяти, исследование систем защиты информации с коррекцией ошибок 
заданной конфигурации.

На основе известного [1, 2] способа реконфигурации блоков 
предлагается один из возможных способов построения таких уст
ройств с использованием внешнего ЗУ. Структурная схема такого уст
ройства состоит из собственно матрицы кристаллов памяти и внешне
го ЗУ. Кристаллы ЗУ в матрице - обычные ОЗУ или ДОЗУ. Традици
онные управляющие сигналы на выходах - разрешение записи, выбор
ка кристалла, строки, столбца - для всех кристаллов общие. Каждый 
кристалл в линейке может разбиваться на несколько блоков (2, 4, 8 и 
т.д.). Таким образом, адрес одного запоминающего элемент памяти 
складывается из собственно адреса в блоке, адреса блока, адреса кри
сталла. В процессе тестирования пластины в каждой линейке осу
ществляется отключение питания полностью неисправных кристаллов 
путем пережигания электрическим или лазерным способом перемычек 
питания.
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В ходе рассмотрения методов повышения надежности систем по
лупроводниковой памяти были рассмотрены основные параметры и 
свойства нового класса кодов, условно названных трехмерными ите
ративными [3]. Алгоритм использования укороченных трехмерных 
итеративных кодов следующий. По входной информации определяет
ся состояние битов паритета по трем компонентам. Затем при ее вы
даче на внешнее устройство проводится сравнение и анализ на пред
мет соответствия ранее установленным паритетам. В случае, если на
рушение паритетов произошло более чем в двух координатах, фикси
руется факт ошибки и проводится инверсия соответствующего ин
формационного символа.

Каждый из рассмотренных методов имеет свои достоинства и 
недостатки. При увеличении надежности ЗУ (добавление избыточного 
кодирования, протраммното анализа) уменьшается быстродействие. 
Следовательно, нахождение оптимального алгоритма исправления 
одиночных, двойных и более ошибок и является перспективным на
правлением в развитии полупроводниковой памяти интегрированной 
на целой пластине.
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